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Siemens

MOSFET Transistor BF965

Datasheet

BF 965

& Mit integriertem Dampfungs-
netzwerk zur Unterdrickung
parasitérer Schwingungen im
GHz-Bereich

e Fur Anwendungen in VHF-Vor-
und Mischstufen mit grofem
Abstimmberaich bis etwa
500 MHz (CATV-Tuner)

Typ | BF 965
Best.-Nr. | Q62702-F660
Grenzdaten

Drain-Source-Spannung

Drainstrom

Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom
Gesamiverlustieistung

r.=80°C

Lagertemperatur

Kanaltempearatur

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
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Siemens MOSFET Transistor BF965

Datasheet

BF 965

Kenndaten (T, = 25°C)
Gleichstromdaten

typ

max

Drain-Source-Durchbruchspannung
b=10pA, — Vg = — Vg =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung
+ o = 10mMA, Vg = Ve =10

Gate 2-Source-Durchbruchspannung
+ rc?g = 10 mA, F,:;'s = FDS= 0

Gate 1-Reststrom

* Vms =5V, I"ruzs' UDS.- 0

Gate 2-Reststrom

i VE?E- 5‘!’, Vﬂlﬂ_ Vﬂﬂ-ﬂ
Drainstrom

Vog = 15V, Vs =0, Ve =4V
Gate 1-Source-Abschnlrspannung
Vee =15V, Ve =4V, I, = 20 pA
Gate 2-Source-Abschnilrspannung
Vps =15V, Ve =0, I, = Eﬂpﬁ.

Wechselstromdaten

Vie os

% Vigmaiss
+ H:HF“E?SB
* Jyge

- [
lf-DEE-

= Vs ]

. VE?S#M

8.5

85

17

17

25

20

nA

nA

mA,

Vorwartssteilheit

Vo = 15V, I = 10 mA, Vs = 4V, f=1 kHz

Gate 1-Eingangskapazitat

Vos = 15V, I = 10 MA, Vo= 4 V, =1 MHz

Gate 2-Eingangskapazitat

V_-,S = 1-5 V. II}= 10 I‘I‘hﬁ., Va5-4 "|.|",.f-1 MHZ

Rickwirkungskapazitat

Vog =15V, In = 10mA, V=4V, f=1MHz

Ausgangskapazitat

Veg = 15V, [, =10 mA, V=4V, f=1MHz

Leistungsverstirkung

Vos =15V, I; = 10 mA,

f=200MHz, G; =2mS, G =0,5mS
(Mefischaltung)

Rauschzahl

Voe =15V, I = 10 mA

f= 200 MHz, G; =2 mS, G_=05mS
{Mefschaltung)

Regelumfang

Vos = 15V, Vs = 4. —2 V, f= 200 MHz

{MeBschaltung)
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BF 965
Gesamtverlustisistung 7., = F{T,) Ausgangskennlinienteld Iy = f(Vps)
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BF 965
Dralnstrom J, = 7(Vgs) Gate 1-Eingangskapazitét ¢, = F(Vgs
Vpg = 15V Vs = 4V, lpg = 15V
fngs = 10 mA, f = 1MHz
mA pF
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foms = 10mA, # = 1 MHz Fpgs = 10mA, f = 1 MHz
pF
70 S I—
1 :[ 17 - _
Cozm - 1 | - Cdss
i I I i
| s B
. \y T
AL |
HAWE i |
L e N 1 |
10 I D O
T HEN
1 B T O
T
1 o
05—t r T
—L p—
[ [
B -
SRENEE
o | | 1 |

Datasheet Rev. 1.3 — 02/19 — data without warranty / liability



Siemens MOSFET Transistor BF965 Datasheet

BF 965
Gate 1-Elngangsleitwert y,,, Gate 1-Steilheit v,
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Siemens

MOSFET Transistor BF965

BF 965

Leistungeverstirkung G, = (Vg
Vm = 15V, Vﬁ-.; = 0V, fms = 10 mA
f=200MHZz (5. MeBschaltung)

Rauschzahl F = |V
Vos = 15V, Fge = OV, lpge = 10mA
f = 200 MHz (5. MefAschaltung)
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